Фурье-анализ спектров фотоотражения легированных пленок n-GaAs
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Целью данной работы является исследование методом спектроскопии фотоотражения полупроводниковых структур на основе GaAs, для которых характерно наличие в модуляционных спектрах осцилляций Франца-Келдыша.
Запись спектров фотоотражения осуществлялась при комнатной температуре на установке с двойным монохроматором [1]. В качестве образцов использовались полупроводниковые структуры n-GaAs с различной концентрацией носителей заряда, 3×
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и образец δ-GaAs (технологический номер 1205). Для применения быстрого преобразования Фурье написана программа для перевода экспериментальных спектров фотоотражения из линейной сетки в нанометрах в линейную сетку в электрон-вольтах.
Получены спектры фотоотражения для серии исследуемых образцов n-GaAs. Спектры приведены к линейной сетке по энергиям. Написана программа для получения Фурье-образа осцилляций Франца-Келдыша, основанная на быстром преобразовании Фурье. Полученные в результате обработки спектров напряженности встроенного электрического поля и отношения эффективных масс тяжелых и легких дырок приведены в таблице.
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	102±13
	32±7
	2,35±0,12
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	39±8
	2,16±0,16
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	129±43
	41±11
	2,53±0,25

	4
	Образец 1205
	307±101
	131±29
	


Методом спектроскопии фотоотражения исследованы полупроводниковые структуры на основе соединения GaAs с различной концентрацией носителей. В спектрах обнаружено наложение осцилляций Франца-Келдыша различных периодов. В результате обработки спектров фотоотражения с осцилляциями Франца-Келдыша с помощью быстрого преобразования Фурье получены зависимости модуля модуляционного сигнала от «частоты» осцилляций [2]. В полученных зависимостях наблюдается от двух до четырех пиков, что указывает на наличие в исследуемых структурах нескольких областей со встроенным электрическим полем. Для определения модуля вектора напряженности электрического поля предложена методика соотнесения «частот» осцилляций.
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